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(57) Hauptanspruch: Elektronisches Bauteil mit einem
Halbleiterchip (4), der eine Oberseite (7) mit Schaltungs- 1
strukturen (5) aufweist, die jeweils den Bodenbereich eines 15 20 7

Hohlraums (2) bilden, wobei die Schaltungsstrukturen (5)

auf dem Halbleiterchip (4) BAW-Filter und/oder SAW-Filter
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aufweisen, und wobei jeder Hohlraum (2) von einem Hohl-
raumrahmen (8) aus Kunststoff umgeben ist und wobei der
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Hohlraumrahmen (8) auf der Oberseite (7) des Halbleiter- ///;% AR Z, /
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chips (4) liegt und wobei auf dem Hohlraumrahmen (8) ein
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Hohlraumdeckel (20) aus Halbleitermaterial angeordnet ist,
und wobei der Hohlraumdeckel (20) auf dem Hohlraumrah-
men (8) Uber eine Klebefolie (17) befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Elektronisches Bauteil mit Hohlraum und ein
Verfahren zur Herstellung desselben.

[0002] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bau-
teil mit einem Halbleiterchip, der eine Oberseite mit
Schaltungsstrukturen aufweist und in einem Hohl-
raum angeordnet ist. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung des Bauteils.

[0003] Elektronische Bauteile werden mit einem
Hohlraum fir die Aufnahme von Halbleiterchips mit
Schaltungsstrukturen ausgestattet, wie sie fur die
Aufnahme von Oberflachenschallwellenfilter, auch
SAW genannt, oder fir die Aufnahme von Korper-
schallwellenfilter, auch BAW genannt. Um oberhalb
derartiger Oberflachenbereiche mit Schaltungsstruk-
turen einen Hohlraum auf einem Halbleiterchip zu ge-
wahrleisten, wird der gesamte Halbleiterchip in auf-
wendige Keramikgehause eingebaut oder es werden
mit einer aufwendigen und kostenintensiven Technik
Kunststoffgehduserahmen auf Flachleiterrahmen ge-
moldet, in die dann die Halbleiterchips in ihrer ge-
samten Grole eingebaut werden.

Stand der Technik

[0004] Aus der EP 0 794 616 A2 ist ein elektroni-
sches Bauteil mit einem Uber der Oberflache eines
Halbleiterchips angeordneten Hohlraum bekannt, bei
dem der Rahmen und der Deckel des Hohlraums aus
einem Kunststoff, vorzugsweise aus dem gleichen
Kunststoff, bestehen. Die DE 102 06 919 A1 offenbart
ebenfalls ein Halbleiterbauteil mit einem Hohlraum
und einer Deckelstruktur aus einem strukturierbaren
Material wie Epoxidharz, Polyimid, einem anderen
Polymer oder Metall.

[0005] Aus der DE 196 20 940 A1 und der US
5,323,051 sind Halbleiterbauteile mit Hohlraumen
bekannt, wobei die Deckel aus Siliziumwafern gebil-
det sind. Bei der Herstellung dieser Halbleiterbauteile
wird zunachst der Hohlraum mit Rahmen- und De-
ckelstruktur gebildet und anschlieBend auf einen
Substratwafer montiert. Als Material fur die Rah-
menstrukturen ist Glasfrit vorgesehen.

[0006] Ein Rahmen aus Glasfrit ist auch aus der US
5,345,201 bekannt, wobei bei dem dort offenbarten
SAW-Bauteil eine Quarzplatte als Deckstruktur fir
den Hohlraum verwendet wird.

[0007] Derartige Strukturen von Hohlraumen mit
Halbleiterchips sind neben ihres komplexen und kos-
tenintensiven Aufbaus auflerdem relativ voluminds
und einer Miniaturisierung nicht zuganglich.
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Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein kosten-
glinstiges elektronisches Bauteil mit einem herme-
tisch abgedichteten Hohlraum sowie ein Verfahren
zur Herstellung desselben anzugeben, das gleichzei-
tig in seinen Raumabmessungen wesentlich vermin-
dert werden kann, ohne die elektrischen, insbeson-
dere die Filtereigenschaften zu beeintrachtigen.

[0009] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der
unabhangigen Anspruche gelost. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hangigen Anspriichen.

[0010] Erfindungsgemal® wird ein elektronisches
Bauteil mit einem Halbleiterchip angegeben, der eine
Oberseite mit Schaltungsstrukturen aufweist, die je-
weils den Bodenbereich eines Hohlraumes bilden,
wobei die Schaltungsstrukturen auf dem Halbleiter-
chips BAW-Filter und/oder SAW-Filter aufweisen. Je-
der Hohlraum ist von einem Hohlraumrahmen aus
Kunststoff umgeben, wobei der Hohlraumrahmen auf
der Oberseite des Halbleiterchips liegt. Ein Hohl-
raumdeckel aus Halbleitermaterial ist auf dem Hohl-
raumrahmen angeordnet und der Hohlraumdeckel ist
Uber eine Klebefolie auf dem Hohlraumrahmen be-
festigt. Ein derartiges Bauteil hat den Vorteil, da der
Hohlraumrahmen auf dem Halbleiterchip den Bereich
der Schaltungsstruktur umgibt, dass ein derartiges
elektronisches Bauteil gegentber herkdmmlichen
Bauteilen wesentlich verkleinert werden kann, zumal
der Halbleiterchip nicht in ein Hohlraumgehéause ein-
zubauen ist, sondern vielmehr ein Hohlraum auf dem
Halbleiterchip und nur in dem Bereich beziehungs-
weise Bereichen vorhanden ist, in denen sich ent-
sprechende Schaltungsstrukturen, die einen derarti-
gen Hohlraum erfordern, angeordnet ist.

[0011] Dariber hinaus wirkt sich der Hohlraumde-
ckel aus einem Halbleitermaterial positiv auf die elek-
trischen Eigenschaften der Oberflachenstrukturen
aus, zumal die relative Dielektrizitdtskonstante des
Hohlraumdeckels aus Halbleitermaterial gering ist.
Die sandwichartig aufeinander liegenden Halbleiter-
chips sind bei diesem elektronischen Bauteil derart
nahe beieinander, dass die lichte Héhe der Hohlrau-
me unter 200 uym liegt.

[0012] Der Hohlraumrahmen kann durch Strukturie-
ren einer Photolackschicht gebildet sein, wobei Kon-
taktflachen auf der Oberseite des Halbleiterchips frei
von dem Kunststoff der Hohlraumrahmen gehalten
sind. Uber Bondverbindungen zwischen den Kontakt-
flachen auf der Oberseite des Halbleiterchips und In-
nenflachen von AuRenkontakten kénnen die Schal-
tungsstrukturen auf dem Halbleiterchip angesteuert
werden. Auf den Rickseiten sowohl des Halbleiter-
chips mit Schaltungsstrukturen als auch auf dem
Halbleiterchip, der als Hohlraumdeckel eingesetzt ist,
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sind Klebefolien aufgebracht. Die erste Klebefolie auf
dem Halbleiterchip mit Schaltungsstrukturen fixiert
den Halbleiterchip auf den Innenflachen von Aul3en-
kontakten. Sie sorgt fur eine sichere Positionierung
des Halbleiterchips mit Schaltungsstrukturen wah-
rend der Herstellung von Bondverbindungen zwi-
schen Kontaktflachen auf der Oberseite des Halblei-
terchips und Innenflachen von AuRenkontakten.

[0013] Die zweite Klebefolie auf der Riickseite des
Halbleiterchips, der als Hohlraumdeckel dient, hat
den Vorteil, dass mit dieser Klebefolie die Unebenhei-
ten der Kunststoffschicht, welche den Hohlraumrah-
men bildet, ausgeglichen werden. Ausserdem sichert
die Klebefolie eine vollstdndige Abdichtung gegenu-
ber dem nachfolgenden Aufbringen von Kunststoff-
gehdusemasse zum Einbetten der Halbleiterchips,
so dass keine Kunststoffmasse die Hohlrdume auf-
fullt.

[0014] Die AulRenkontakte sind auf der Unterseite
des elektronischen Bauteils angeordnet und kénnen
die gesamte Unterseite des elektronischen Bauteils
bestlicken. Damit ist der Vorteil verbunden, dass mit
zunehmender Flache des Halbleiterchips eine zu-
nehmende Anzahl an Au3enkontakten auf der Unter-
seite angeordnet werden kénnen.

[0015] Eine weitere Miniaturisierung des elektroni-
schen Bauteils wird dadurch mdglich, dass sowohl
die Bondverbindung zwischen Bonddraht und Kon-
taktflache des Halbleiterchips, als auch die Bondver-
bindung zwischen Bonddraht und Innenflache des
Auflenkontaktes jeweils einen Bondbogen aufwei-
sen. Derartige Bondbdgen sind flacher ausfuhrbar
als es Thermokompressionskdpfe ermoéglichen. Bei
Thermokompressionsképfen wird der Bonddraht
nach dem Bondverbinden zunachst senkrecht zur
Kontaktflache hochgezogen, ehe ein Bonddrahtbo-
gen angesetzt werden kann. Da dieser hochgezoge-
ne Bonddrahtbogen zwischen den als Hohlraumde-
ckel dienenden Halbleiterchip und dem aktiven Halb-
leiterchip anzuordnen ist, verbleibt ein relativ gro3er
Abstand zwischen den beiden Halbleiterchips und
damit ein relativ hoher Hohlraum. Die Hbéhe dieses
Hohlraums kann durch den Einsatz von flachen
Bondbdgen sowohl auf dem Halbleiterchip als auch
auf der Innenflache des Auflenkontaktes und unter
verzieht auf Thermokomprssionskopfe erheblich ver-
mindert werden.

[0016] In einer weiteren Ausfihrungsform der Erfin-
dung ist es vorgesehen, mehrere Halbleiterchips zu
einem Halbleiterchipmodul in einer Kunststoffgehau-
semasse einzubetten. Dabei weist das Halbleiter-
chipmodul mehrere Hohlrdume auf, die mit einem ge-
meinsamen Hohlraumdeckel abgeschlossen sind.
Bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung ergibt sich
der Vorteil, dass fur eine grélRere Anzahl von Schal-
tungsstrukturen jeweils individuelle Halbleiterchips
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mit Hohlraumrahmen versehen werden. Fir den
Hohlraumdeckel hingegen ist nur ein groRflachiger
Halbleiterchip vorgesehen, was die Fertigungskosten
vermindert.

[0017] Ein Verfahren zur Herstellung elektronischer
Bauteile mit mindestens einem Hohlraum Uber einem
Oberflachenbereich eines Halbleiterchips weist
nachfolgende Verfahrensschritte auf. Zunachst wird
ein Halbleiterwafer mit Halbleiterchippositionen be-
reitgestellt, die mit HohlrAumen zu versehende
Schaltungsstrukturen in vorbestimmten Oberflachen-
bereichen aufweisen. Auf diesen Halbleiterwafer wird
eine strukturierte Kunststoffschicht unter Freilassung
der mit Hohlrdumen zu versehenden Schaltungs-
strukturen und unter Bildung von Hohlraumrahmen
aufgebracht. Diese Schicht ist nur wenige Mikrome-
ter dick und kann bis zu 200 ym Dicke aufweisen.

[0018] Vor einem Trennen durch Zersdgen des
Halbleiterwafers in erste Halbleiterchips wird auf die
Ruckseite des Halbleiterchips eine Klebefolie aufge-
bracht. Diese Klebefolie sorgt daflir, dass der Halblei-
terwafer sich beim Trennen in erste Halbleiterchips
mit anhaftender Klebefolie nicht verschiebt. Nach
dem Trennen des Halbleiterwafers in erste Halbleiter-
chips mit anhaftender Klebefolie werden die Halblei-
terchips auf einen Metallrahmen fiir flachleiterfreie
Gehéause unter Aufkleben des Halbleiterchips und
Ausharten der Klebefolie auf der Riickseite des Halb-
leiterchips aufgebracht.

[0019] Auch hier dient die Klebefolie dazu, den
Halbleiterchip zu fixieren, und zwar auf Innenflachen
von AufRenkontakten. Dieses Fixieren unterstitzt ein
sicheres Bonden der Kontaktflachen auf der Obersei-
te des Halbleiterchips mit KontaktanschluRflachen
auf den Innenflachen der Aufienkontakte. Diese Kon-
taktanschluf3flachen kénnen gegenuber den Metallen
der Auflenkontakte eine bondbare Veredelungs-
schicht aufweisen. Derartige Veredelungsschichten
weisen Gold oder Legierungen von Gold auf. Sie un-
terstitzen das Herstellen von Bondverbindungen
zwischen Kontaktflachen auf der Oberseite des Halb-
leiterchips und Innenflichen von Aufienkontakten
des Metallrahmens.

[0020] Danach wird der Hohlraumrahmen mit dem
zweiten Halbleiterchip abgedeckt. Dazu weist das
zweite Halbleiterchip auf seiner Riickseite ebenfalls
eine Klebefolie auf, die der Klebefolie des ersten
Halbleiterchips entspricht. Diese Klebefolie auf der
Ruckseite des zweiten Halbleiterchips sorgt dafir,
dass Unebenheiten des Hohlraumrahmens um jede
Schaltungsstruktur herum ausgeglichen werden.
Nach dem Anbringen des zweiten Halbleiterchips als
Hohlraumdeckel, kann ein Verpacken der Halbleiter-
chips mit den Bonddrahten in einer Kunststoffgehau-
semasse erfolgen. Dabei werden die Bonddrahte, die
Halbleiterchips und auch der Hohlraumrahmen in die
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Kunststoffmasse eingebettet lediglich auf die Aul3en-
kontakte an der Unterseite des elektronischen Bau-
teils bleiben frei zuganglich.

[0021] Nach erfolgtem Verpacken der Halbleiter-
chips in der Gehausekunststoffmasse kann der Me-
tallrahmen, der eine Vielzahl von elektronischen Bau-
teilen aufgenommen hat, in einzelne elektronische
Bauteile getrennt werden. Dieses Verfahren hat den
Vorteil, dass auf Waferebene relativ preiswert, so-
wohl der Hohlraumrahmen, als auch die erste und
zweite Klebefolie fir mehrere elektronische Bauteile
gleichzeitig vorbereitet werden kann. Es kdnnen folg-
lich mehrere bewahrte Schritte, die aus der Halblei-
tertechnologie bekannt sind, eingesetzt werden.

[0022] Insbesondere ist das der Fall, wenn auf die
Oberseite des Halbleiterwafers eine Photolack-
schicht aufgebracht wird, die anschlieRend zu Hohl-
raumrahmen photolithographisch strukturiert wird.
Bei diesem Photostrukturieren kdnnen die Schal-
tungsstrukturen und die Kontaktflachen auf dem
Halbleiterchip frei von Photolack gehalten werden.
Dazu kann ein Photolack mit der handelsublichen Ab-
kirzung SU8 eingesetzt werden. Dieser lasst sich
feinst strukturieren, um nur an vorgegebenen Stellen
des Halbleiterchips mehrere Hohlrdume, die durch
kleine Stege unterteilt sind, zu schaffen. Somit lasst
sich ein dulerst kleiner, miniaturisierter Footprint her-
stellen. Bei groReren Strukturen kénnen auch Druck-
techniken angewandt werden, um die Hohlraumrah-
men zu realisieren. In diesem Zusammenhang sind
von besonderem Vorteil Siebdrucktechniken oder
Maskendrucktechniken, bei denen lediglich die Hohl-
raumrahmen an sich in Form von Stegen hergestellt
werden, wahrend die Schaltungsstrukturen vollkom-
men frei von Kunststoff bleiben. Sowohl die erste, als
auch die zweite Klebefolie auf den Ruckseiten der
Halbleiterchips kénnen aus UV-vorhartbarem Materi-
al bestehen und werden vor dem Trennen durch eine
Diamantsage UV-bestrahlt, um eine Fixierung in der
Trennanlage aufgrund der Vorhartung durch ultravio-
lettes Licht zu erreichen. Uber eine reine Vorhartung
mit UV-Licht hinaus kénnen die erste und die zweite
Klebefolie thermisch aushartbar sein. Ein entspre-
chender thermischer Ausharteschritt kann nach dem
Aufbringen des Halbleiterchips mit erster Klebefolie
auf Innenflachen von Aufenkontakten eines Metall-
rahmens erfolgen und vor dem Bonden der Bondver-
bindungen. Damit wird gewahrleistet, dass wahrend
des Bondens ein Verschieben des Halbleiterchips
nicht moglich ist.

Ausfiuhrungsbeispiel

[0023] Die Erfindung wird nun anhand der beigefig-
ten Figuren naher erlautert.

[0024] Fig.1 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein elektronisches Bauteil einer ersten
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Ausfuhrungsform der Erfindung,

[0025] Fig.2 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein elektronisches Bauteil einer zweiten
Ausfuhrungsform der Erfindung,

[0026] Fig.3 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein elektronisches Bauteil einer dritten
Ausfuhrungsform der Erfindung.

[0027] Fig.1 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 einer ersten
Ausfihrungsform der Erfindung. Das gesamte Bau-
teil ist in eine Kunststoffgehdusemasse 18 eingebet-
tet, die auf der Unterseite 21 des elektronischen Bau-
teils 1 metallische AuRenkontakte 14 aufweist. Uber
diese metallischen AuRenkontakte 14 besteht ein Zu-
griff auf die Schaltungsstruktur 5 des ersten Halblei-
terchips 4 diese Schaltungsstruktur 5 ist ein Korper-
schallwellenfilter, Gber dem ein Hohlraum 2 angeord-
net ist. Dieser Hohlraum 2 ist unmittelbar Gber der
Schaltungsstruktur 5 auf der Oberseite 7 des Halblei-
terchips angeordnet und lasst lediglich den Oberfla-
chenbereich 3 der Schaltungsstruktur 5 frei von einer
Kunststoffschicht 6. Diese Kunststoffschicht 6 bildet
einen Hohlraumrahmen, der die Schaltungsstruktur 5
umgibt. Dieser Hohlraumrahmen wird nach oben
durch einen weiteren Halbleiterchip 15 abgeschlos-
sen, der auf dem Hohlraumrahmen 8 Uber eine Kle-
befolie 17 befestigt ist. Diese Klebefolie 17 dichtet
den Hohlraum 2 gegenuber der Kunststoffgehause-
masse 18 ab, so dass keine Kunststoffgehausemas-
se 18 beim Molden des elektronischen Bauteils 1 in
den Hohlraum 2 eindringen kann. Auf3erdem gleicht
die Folie 17 Unebenheiten des Hohlraumrahmens 8
aus. Das Halbleitermaterial sowohl des unteren Halb-
leiterchips 4 mit der Schaltungsstruktur 5 und des
oberen abdeckenden Halbleiterchips 15 ist Silicium.

[0028] AufRerhalb des Hohlraumrahmens 8 sind in
dieser Ausfiihrungsform der Erfindung Kontaktfla-
chen 12 auf der Oberseite 7 des Halbleiterchips 4 an-
geordnet. Diese Kontaktflachen 12 sind Uber Ther-
mokompressionskoépfe 24 und Bonddrahte 22 mit ei-
ner bondbaren Beschichtung 25 auf Innenflachen 13
der AuRenkontakte 14 verbunden. Die gesamte
Bondverbindung 11 ist in die Kunststoffgehdusemas-
se 18 eingebettet. Der untere Halbleiterchip 4 der
Schaltungsstruktur 5 ist mit seiner Ruckseite 19 tber
eine erste Klebefolie 9 auf den Innenflachen der Au-
Renkontakte 14 fixiert. Die Bondverbindung 11 wird
hergestellt, bevor der zweite Halbleiterchip 15 mit sei-
ner Klebefolie 17 auf den Hohlraumrahmen 8 abge-
setzt wird.

[0029] Sowohl die erste Klebefolie 9 des unteren
Halbleiterchips 4, als auch die zweite Klebefolie 17
des abdeckenden Halbleiterchips 15 wurden beim
Aussagen der Halbleiterchips aus einem Wafer zur
Fixierung mit Hilfe von UV-Strahlung vorgehartet.
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Nach dem Aussagen in einzelne Chips, wie sie in
Fig. 1 gezeigt werden, werden die Klebefolien 9 und
17 bei 180°C fiur 30 Minuten ausgehartet. Das Basis-
material dieser Klebefolien 9 und 17 bildet ein Polyo-
lefin mit einer Dicke von 120 ym. Die Scherspannung
ist bei 25°C groBer als 50 N/2 mm? und noch bei
250°C ergibt sich eine Scherfestigkeit von fast 8 N/2
cm? Diese Folien zeichnen sich dartiber hinaus durch
ihren geringen Anteil an Chlorionen von weniger als
8,5 ppm und Natriumionen von weniger als 0,5 ppm
aus. Die Gesamtdicke der Klebefolien ist in dieser
Ausfuhrungsform der Erfindung 150 pm.

[0030] Fig.2 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein elektronisches Bauteil 10 einer
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. Komponen-
ten mit gleichen Funktionen wie in Fig. 1 werden mit
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht
extra erortert. Der Unterschied zwischen Ausfih-
rungsform nach Fig. 1 besteht darin, dass der Hohl-
raum 2 flacher ausgebildet ist, als bei der in Fig. 1 ge-
zeigten Ausfuhrungsform. Diese flachere Ausbildung
wird dadurch mdglich, dass auf Thermokompressi-
onskdpfe zum Anschluss der Kontaktflachen 12 auf
der Oberseite des Halbleiterchips 4 verzichtet wird
und dafir ein Thermokompressionsbogen 23 sowohl
auf dem Halbleiterchip 4, als auch auf der bondbaren
Flache 25 ausgebildet ist. Durch diese MaRnahme fiir
beide Bondverbindungen einen Bondbogen 23 zu
wahlen, kann das elektronische Bauteil weiter minia-
turisiert werden.

[0031] Fig.3 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein elektronisches Bauteil 100 einer drit-
ten Ausfuhrungsform der Erfindung. Auch hier wer-
den Komponenten mit gleichen Funktionen, wie in
den vorhergehenden Figuren mit gleichen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet. Bei dem elektronischen
Bauteil handelt es sich um ein Schaltungsmodul, bei
dem drei Halbleiterchips 4 auf ihren Oberseiten 7
Schaltungsstrukturen 5 aufweisen, die mit Hohlrdu-
men 2 versehen sind. Dazu ist auf jedem der Halblei-
terchips ein Hohlraumrahmen 8 mittels einer photo-
strukturierbaren Kunststoffschicht 6 angeordnet.
Uber samtliche Hohlrdume erstreckt sich ein gemein-
samer Hohlraumdeckel 20 aus einem einzigen Halb-
leiterchip 15, der auf seiner Rickseite 16 mit einer
Klebefolie 17 aus Polyolefin versehen ist, die einer-
seits die Hohlrdume 2 gegeniiber der Kunststoffge-
hausemasse 18 abdichtet und andererseits Uneben-
heiten der Hohlraumrahmen 8 ausgleicht. Auch bei
diesem Modul liegen die Auflenkontakte 14 auf der
Unterseite 21 des elektronischen Bauteils 100.

Bezugszeichenliste

1,10, 100 elektronisches Bauteil

2 Hohlraum

3 Oberflachenbereich

4 Halbleiterchip

5 Schaltungsstruktur

6 strukturierte Kunststoffschicht

7 Oberseite des Halbleiterchips

8 Hohlraumrahmen

9 erste Klebefolie

11 Bondverbindung

12 Kontaktflachen auf der Oberseite des
Halbleiter
chips

13 Innenflachen

14 Aulenkontakte

15 abdeckendes Halbleiterchip

16 Rickseite des abdeckenden Halblei-
terchips

17 zweite Klebefolie

18 Gehausekunststoffmasse

19 Riickseite des ersten Halbleiterchips

20 Hohlraumdeckel

21 Unterseite des elektronischen Bauteils

22 Bonddraht

23 Bondbogen

24 Thermokompressionskopf

25 bondbare Beschichtung

Patentanspriiche

1. Elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter-
chip (4), der eine Oberseite (7) mit Schaltungsstruk-
turen (5) aufweist, die jeweils den Bodenbereich ei-
nes Hohlraums (2) bilden, wobei die Schaltungs-
strukturen (5) auf dem Halbleiterchip (4) BAW-Filter
und/oder SAW-Filter aufweisen, und wobei jeder
Hohlraum (2) von einem Hohlraumrahmen (8) aus
Kunststoff umgeben ist und wobei der Hohlraumrah-
men (8) auf der Oberseite (7) des Halbleiterchips (4)
liegt und wobei auf dem Hohlraumrahmen (8) ein
Hohlraumdeckel (20) aus Halbleitermaterial angeord-
net ist, und wobei der Hohlraumdeckel (20) auf dem
Hohlraumrahmen (8) Giber eine Klebefolie (17) befes-
tigt ist.

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass Kontaktflachen (12) auf
der Oberseite (7) des Halbleiterchips (4) frei von dem
Kunststoff der Hohlraumrahmen (8) sind und Uber
Bondverbindungen (11) mit Innenflachen (13) von
AuRenkontakten (14) verbunden sind.

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Halb-
leiterchip (4) mit Schaltungsstrukturen (5) und der
Halbleiterchip (15) als Hohlraumdeckel (20) jeweils
auf ihren Rickseiten (16, 19) eine UV-aushartbare
Adhasionsschicht einer Klebefolie (9, 17) aufweisen.
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4. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspru-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Au-
Renkontakte (14) auf der Unterseite (21) des elektro-
nischen Bauteils (1) angeordnet sind.

5. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspri-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Halbleiterchips (4) zu einem Halbleiterchip Modul in
einer Kunststoffgehdusemasse (18) eingebettet sind
und mehrere Hohlrdume (2) aufweisen, die mit einem
gemeinsamen Hohlraumdeckel (20) abgeschlossen
sind.

6. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspri-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
die Bondverbindung zwischen Bondraht (22) und
Kontaktflache (12) des Halbleiterchips (4) als auch
die Bondverbindung zwischen Bondraht (22) und In-
nenflache (13) des AuRenkontaktes (14) jeweils ei-
nen Bondbogen (23) aufweisen.

7. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspri-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass. die erste
und zweite Klebefolie (9, 17) eine Dicke zwischen
100 und 150 Mikrometern aufweist.

8. Verfahren zur Herstellung elektronischer Bau-
teile (1) mit einem Hohlraum (2) tber einem Oberfla-
chenbereich (3) eines Halbleiterchips (4)

— Bereitstellen eines Halbleiterwafers mit Halbleiter-
chippositionen, die mit Hohlrdumen (2) zu versehen-
de BAW-Filter und/oder SAW-Filter Schaltungsstruk-
turen (5) in vorbestimmten Oberflachenbereichen (3)
aufweisen

— Aufbringen einer strukturierten Kunststoffschicht (6)
auf die Oberseite des Halbleiterwafers unter Freilas-
sung der mit Hohlrdumen (2) zu versehenden Schal-
tungsstrukturen (5) und unter Bilden von Hohlraum-
rahmen (8),

— Aufbringen einer ersten Klebefolie (9) auf die Rick-
seite des Halbleiterwafers, und Vorvernetzen der Kle-
befolie (9),

— Trennen des Halbleiterwafers in erste Halbleiter-
chips (4) mit anhaftender Klebefolie (9),

— Aufbringen der Halbleiterchips (4) auf einen Metall-
rahmen fur flachleiterfreie Gehause unter Aufkleben
des Halbleiterchips (4) und Ausharten der Klebefolie
(9) auf der Riickseite (19) der Halbleiterchips (4),

— Herstellen von Bondverbindungen (11) zwischen
Kontaktflachen (12) auf der Oberseite (7) des Halblei-
terchips (4) und Innenflachen (13) von AulRenkontak
ten (14) des Metallrahmens,

— Abdecken der Hohlraumrahmen (8) mit Halbleiter-
chips (15) Uber eine Klebefolie (17),

— Verpacken der Halbleiterchips (4) in einer Gehau-
sekunststoffmasse (18),

— Trennen des Metallrahmens in einzelne elektroni-
sche Bauteile (1).

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass auf die Oberseite des Halbleiterwafers
eine Photolackschicht aufgebracht wird, die anschlie-
Rend zu Hohlraumrahmen (8) photolithographisch
strukturiert wird, so dass die Schaltungsstrukturen (5)
und die Kontaktflachen (12) auf dem Halbleiterchip
(4) frei von Photolack bleiben.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierte
Kunststoffschicht (6) durch Drucktechniken aufge-
bracht wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
zweite Klebefolie (9, 17) auf der Riickseite der Halb-
leiterchips (1, 10, 100) UV-vorhartbar ist und vor dem
Trennen UV-bestrahlt wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und
zweite Klebefolie (9, 17) thermisch aushartbar ist,
und mit einem thermischen Aushartschritt nach dem
Aufbringen des Halbleiterchips (4) mit erster Klebefo-
lie (9) auf Innenflachen (13) von AufRenkontakten (14)
eines Metallrahmens und vor einem Bonden der
Bondverbindungen (11) thermisch ausgehartet wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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